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Abstract of DE1 0209204 



Electronic component comprises a stack of 
semiconductor chips (2, 3) of different size. 
The first semiconductor chip (2) has a lower 
thickness (d) and lower outer dimensions than 
the second semiconductor chip (3). The 
second semiconductor chip has a recess (5) 
on its passive rear side (4) in which the first 
semiconductor chip is arranged. An 
Independent claim is also included for a 
process for the production of the electronic 




component. 
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® Elektronisches Bauteil mit einem Stapel aus Halbleiterchips und Verfahren zur Herstellung desselben 

® Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit ei- 
nem Stapel aus Halbleiterchips und ein Verfahren zur Her- 
stellung desselben. Dazu weist das elektronische Bauteil 
(1) einen Stapel aus Halbleiterchips (2, 3) unterschiedli- 
cher Grofce auf, wobei ein erster Halbleiterchip (2) eine 
geringere Dicke (d) und geringere AulSenabmessungen 
als der zweite Halbleiterchip (3) aufweist. Zum Stapeln 
der beiden Halbleiterchips (2, 3) weist der zweite Halblei- 
terchip (3) auf seiner passiven Ruckseite (4) eine Ausspa- 
rung auf, in welcher der erste Halbleiterchip (2) angeord- 
net ist. 




o 

CM 
« 

o 

3 

r- 
Ul 

Q 



BNSDOCID: <DE_10209204A1_I_> 



BUNDESDRUCKEREI 08.03 103 500/57/1 



DE 102 09 

l 

Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil 
mit einem Stapel aus Halbleiterchips unterschiedlicher 
GroBe und ein Verfahren zur Herstellung desselben gemaB 5 
der Gattung der unabhangigen Anspruche, 
[0002] Zum Stapeln von Halbleiterchips unterschiedlicher 
Gr6Be in einem elektronischen Bauteil bieten sich mehrere 
Losungen an. Zunachst kann das kleinerc Bauteil unterhalb 
des groBeren Bauteils angeordnet werden, Bei dieser Ld- 10 
sung uberragt der Rand des groBeren Bauteils das kleinere 
Bauteil, so daB es nachteilig zu Problemen beim Verbinden 
von Kontaktflachen auf dem oberen Halbleiterchip kommen 
kann, da der Randbereich des oberen groBeren Halbleiter- 
chips nicht gestutzt wird. Aus diesem Grunde erscheint es 15 
gOnstiger, den kleineren Halbleiterchip auf dem groBeren 
Halbleiterchip zu positionieren und in einer ersten Losung 
auf dem unteren groBeren Halbleiterchip im Randbereich 
zusatzliche Kontaktanschlussflachen vorzusehen, um Bond- 
drShte von den Kontaktflachen des oberen kleineren Halb- 20 
leiterchips zu den Kontaktanschlussflachen auf dem unteren 
groBeren Halbleiterchip zu positionieren. Fur eine derartige 
Losung muB das Design des unteren groBeren Halbleiter- 
chips geandert werden, um entsprechende zusatzliche Kon- 
taktanschlussflachen neben den Kontaktflachen auf dem 25 
groBeren zweiten Halbleiterchip vorzusehen. 
[0003] Eine weitere Moglichkeit bietet sich an, um das 
Design fur den groBeren Halbleiterchip unverandert beizu- 
behalten, indem von dem oberen Halbleiterchip verlangerte 
Bondverbindungen zu dem Schaltungstrager geschaffen 30 
werden. Langere Bondverbindungen haben nicht nur einen 
groBeren Materialverbrauch, sondern sind auch empfindlich 
beim Verpacken der gestapelten Halbleiterchips zu elektro- 
nischen Bauteilen, da sie einer groBeren Gefahr ausgesetzt 
sind, daB die Verbindung beim Verpacken der gestapelten 35 
Halbleiterchips zu einem elektronischen Bauteil beschadigt 
werden kann. 

[0004] Die erwahnten drei Losungen haben den gemeinsa- 
men Nachteil, daB die voile Dicke der Halbleiterchips sich 
beim Stapeln zu einer Gesamtdicke addiert, so daB sich die 40 
Dicke des elektronischen Bauteils ebenfalls durch das Sta- 
peln vergroBert. Ein weiterer Nachteil ist, daB sich der obere 
Halbleiterchip nicht auf dem Schaltungstrager abstiitzen 
kann, sondern vielmehr auf dem empfindlichen unteren 
Halbleiterchip montiert ist. 45 
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile der 
oben aufgefuhrten Losungen zu uberwinden und ein elektro- 
nisches Bauteil mit einem Stapel aus Halbleiterchips von 
unterschiedlicher GroBe zu schafFen, das mit elektronischen 
Halbleiterchips verwirklicht werden kann, ohne deren Lay- 50 
out zu andern. Femer ist es Aufgabe der Erfindung das Pak- 
kungsvolumen des elektronischen Bauteils zu minimieren 
und ein Verfahren zur Herstellung des elektronischen Bau- 
teils anzugeben. 

[0006] Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der un- 55 
abhangigen Anspriiche gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen 
der Erfindung ergeben sich aus den abhangigen Anspriichen. 
[0007] GemaB der Erfindung weist das elektronische Bau- 
teil mit einem Stapel aus Halbleiterchips unterschiedlicher 
GroBe einen ersten Halbleiterchip und mindestens einen 60 
zweiten Halbleiterchip auf, wobei der erste Halbleiterchip 
eine geringere Dicke und geringere AuBenabmessungen als 
der zweite Halbleiterchip aufweist und der zweite Halblei- 
terchip auf seiner passiven Ruckseite eine Aussparung auf- 
weist. In dieser Aussparung auf der passiven Ruckseite des 65 
zweiten Halbleiterchips ist der erste kleinere Halbleiterchip 
angeordnet. 

[0008] Ein derartiges elektronisches Bauteil hat den Vor- 
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teil, daB die beiden ersten Halbleiterchips eines Stapels le- 
diglich die Dicke des groBeren Halbleiterchips aufweisen, 
so daB das elektronische Bauteil sehr kompakt aufgebaut ist. 
Insbesondere bei Halbleiterchips fur Speicherzwecke wird 
fur die Speicherfunktion selbst nur ein wenige Mikrometer 
tiefer Bereich der aktiven Oberseite eines Halbleiterchips 
benStigt. Das darunter befindliche Halbleitervolumen dient 
lediglich der mechanischen Stabilitat des Halbleiterchips. 
Insofern ist es relativ unproblematisch, von der passiven 
Ruckseite her eine entsprechend dem kleineren zu stapeln- 
den Halbleiterchip angepafite Aussparung in den zweiten 
Halbleiterchip einzuarbeiten. 

[0009] Im Prinzip konnen als zweite Halbleiterchips alle 
groBflachigen signalverarbeitenden Halbleiterchips einge- 
setzt werden, da die Signalverarbeitung lediglich in dem we- 
nige Mikrometer tiefen aktiven Bereich der Oberseite des 
Halbleiterchips durchgefuhrt wird. Da der groBere zweite 
Halbleiterchip lediglich eine Aussparung zur Aufhahme des 
kleineren Halbleiterchips auf seiner Ruckseite aufweist, 
bleibtein mechanisch stabilisierenderRahmen fur den zwei- 
ten Halbleiterchip bestehen, so daB eine Bruchgefahr mini- 
miert ist. 

[0010] In einer Ausfuhrungsform der Erfindung kann in 
dem Bereich dieses mechanisch stabilisierenden Rahmens 
auf der aktiven Oberseite des zweiten Halbleiterchips eine 
Anzahl von Kontaktflachen vorgesehen werden, so daB sich 
der Rahmen des zweiten Halbleiterchips beim Bonden die- 
ser Kontaktflachen auf dem Schaltungstrager abstiitzen 
kann. Mit dieser Ausfuhrungsform der Erfindung wird die 
Bruchgefahr beim Bonden minimiert. 
[0011] Ein Schaltungssubstrat, das den Stapel aus zwei in- 
einander geschachtelten Halbleiterchips aufhimmt, kann 
Umverdrahtungsleitungen und Durchkontakte zu AuBen- 
kontaktflachen aufweisen. Dabei konnen die AuBenkontakt- 
flachen eine makroskopische GroBe erreichen und in einer 
flachigen Matrix angeordnet sein, die ihrerseits ein vorgege- 
benes RastermaB aufweist. Die Umverdrahtungsleitungen 
konnen ihrerseits eine Vielzahl mikroskopisch kleiner Kon- 
taktanschlussflachen auf dem Umverdrahtungssubstrat auf- 
weisen, die mit entsprechenden Kontaktflachen auf den 
Halbleiterchips verbindbar sind. Unter mikroskopisch klein 
wird in diesem Zusammenhang eine Dimension verstanden, 
die mit bloBem Auge nicht mehr erkennbar ist und nur mit 
Hilfe eines Lichtmikroskopes meBbar wird. Demgegenuber 
sind die makroskopisch groBen AuBenkontaktflachen mit 
bloBem Auge sichtbar und meBbar. 
[0012] Das Schaltungssubstrat kann ein isolierendes Tra- 
gersubstrat aufweisen. Dieses Tragersubstrat kann platten- 
fbrmig ausgebildet sein und auf einer Seite ein erstes Um- 
verdrahtungsleitungsmuster aufweisen und auf der gegen- 
uberliegenden Seite ein zweites Umverdrahtungsleitungs- 
muster. Dabei kann das erste Umverdrahtungsieitungsmu- 
ster mikroskopisch kleine Kontaktanschlussflachen aufwei- 
sen, die mit den mikroskopisch kleinen Kontaktflachen des 
ersten und des zweiten Halbleiterchips elektrisch leitend 
verbunden sind. Das zweite Umverdrahtungsleitungsmuster 
kann die makroskopisch groBen AuBenkontaktflachen auf- 
weisen und mit dem ersten Umverdrahtungsleitungsmuster 
uber Durchkontakte durch das isolierende Tragersubstrat 
elektrisch leitend verbunden sein, 

[0013] Mit einem derartigen Schaltungssubstrat ist es 
moglich, AuBenkontakte fiir das elektronische Bauteil zu 
schaffen, die mit einem Ubergeordneten Schaltungstrager 
wie einer Leiterplatte eines Schaltungsmoduls kompatibel 
sind, wahrend innerhalb des elektronischen Bauteils die 
Umverdrahtungsleitungen angeordnet sind, die den ttber- 
gang von den makroskopisch groBen AuBenkontaktflachen 
zu den mikroskopisch kleinen Kontaktflachen auf den Halb- 
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leiterchips schaffen. Dazu sind in dem ersten Umverdrah- 
tungsleitungsmuster mikroskopisch kleine Kontaktan- 
schlussflachen vorgesehen, die mit den Kontaktflachen auf 
den Halbleiterchips korrespondieren, wobei entweder uber 
Flip-Chip-Kontakte oder uber Bonddrahte eine Verbindung 5 
zwischen den Kontaktflachen und den Kontaktanschlussfla- 
chen hergestellt werden kann. 

[0014] Auf den makroskopisch groBen AuBenkontaktfla- 
chen konnen wiederum AuBenkontakte in Form von Hok- 
kern oder LotbaUen angeordnet sein, die aus dem elektroni- io 
schen Bauteil in dem vorgegebenen RastermaB herausragen 
und der Verbindung mit einem iibergeordneten Schaltungs- 
trager dienen. 

[0015] Wahrend fUr den ersten Halbieiterchip sowohl eine 
Verbindung iiber Flip-Chip-Kontakte zu den Kontaktan- 15 
schluBflachen des ersten Umverdrahtungsleitungsmusters 
moglich ist als auch eine Verbindung iiber Bonddrahte durch 
aus realisierbar ist, bietet sich fur den groBeren Halbieiter- 
chip, der mit seiner Aussparung auf seiner passiven Ruck- 
seite uber den ersten Halbieiterchip gestulpt ist, ein Verbin- 20 
den seiner Kontaktflachen auf seiner aktiven Oberseite uber 
Bonddrahte mit den auf dem Schaltungstrager angeordneten 
mikroskopisch kleinen Kontaktanschlussflachen des ersten 
Umverdrahtungsleitungsmusters an. Die angepaBte Ausspa- 
rung auf der RUckseite des zweiten Halbleiterchips beriick- 25 
sichtigt sowohl den Raumbedarf von Flip-Chip-Kontakten 
als auch den Raumbedarf von Bondverbindungen des ersten 
Halbleiterchips zu den Kontaktanschlussflachen des ersten 
Umverdrahtungsleitungsmusters. 

[0016] Der Rahmen um die Aussparung auf der passiven 30 
Ruckseite des zweiten Halbleiterchips weist geniigend 
Stiitzbereiche auf, die es ermoglichen, mikroskopisch kleine 
Kontaktflachen auf der Oberseite des zweiten Halbleiter- 
chips anzuordnen. Diese Stiitzbereiche stutzen sich unmit- 
telbar auf dem Schaltungstrager ab und sind entweder auf 35 
den Schaltungstrager aufgelotet oder aufgeklebt. 
[0017] Neben der Aussparung fur die Aufhahme des er- 
sten Halbleiterchips kann der zweite Halbieiterchip auf sei- 
ner passiven Ruckseite weitere Aussparungen aufweisen, 
die Bonddrahte des ersten Halbleiterchips aufnehmen kon- 40 
nen. Auch konnen diese Aussparungen so weit ausgebildet 
sein, daB sie eine raumliche Verbindung zu der Umgebung 
des zweiten Halbleiterchips schaffen, so daB eine Gehause- 
pressmasse, welche die elektronischen Bauteilkomponenten 
einschlieBt, Hohlraume im Bereich der Aussparungen fur 45 
den ersten Halbieiterchip auffuilen kann. Sornit konnen drei 
Arten von Aussparungen auf der passiven Ruckseite des 
zweiten Halbleiterchips unterschieden werden, namlich ein- 
mal die zentrale Aussparung, die den ersten Halbieiterchip 
vollstandig mit seinen Bonddrahten oder seinen Flip-Chip- 50 
Hockem aufnimmt, ferner Aussparungen, die eine raumli- 
che Verbindung schaffen, damit KunststoffpreBmasse durch 
sie hindurch dringen kann, und schlieBlich Aussparungen, 
welche die Moglichkeit erofrnen, daB die Bonddrahte des 
ersten Halbleiterchips durch sie hindurch ragen, so daB diese 55 
Bonddrahte mit Kontaktanschlussflachen auf dem Schal- 
tungstrager auBerhalb des Bereichs des zweiten Halbleiter- 
chips verbunden werden konnen. 

[0018] Ein erfindungsgemaBes Stapeln eines groBen Halb- 
leiterchips und eines kleinen Halbleiterchips durch Ver- 60 
schachteln der Halbleiterchips ineinander, hat fur folgende 
Anwendungen besondere Vorteile: 

1. Fur ein elektronisches Bauteil mit einem Stapel aus 
einem Leistungschip und einem daten- oder signalver- 65 
arbeitenden Chip. Dabei ist der Leistungschip kleiner 
als der signalverarbeitende Chip. Der Leistungschip 
kann folglich, ohne zusatzliches Volumen zu beanspru- 
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chen innerhalb der Aussparung des signalverarbeiten- 
den Chips angeordnet sein. 

2, Ein elektronisches Bauteil mit einem Stapel aus ei- 
nem Logikchip und einem Speicherchip. Ein Logik- 
oder Steuerchip ist in seinen Abmessungen kleiner als 
der zu steuernde Speicherchip, so daB bei einem derar- 
tigen Bauteil in vorteilhafter Weise der Raumbedarf 
auf die GroBe des Speicherchips beschrankt werden 
kann, da das Steuer- oder Logikchip in einer Ausspa- 
rung auf der Ruckseite des Speicherchips angeordnet 
ist 

3. Ein Bauteil aus einem Stapel mit einem Hochfre- 
quenzverstarkungschip und einem Logikchip oder ei- 
nem signalverarbeitenden Halbieiterchip. Bei dieser 
Anwendungsform der Erfindung ist das Hochfrequenz- 
verstarkungschip ein auBerst kleiner Baustein, der in 
der Aussparung des zugehorigen Logikchip oder si- 
gnalverarbeitenden Halbieiterchip untergebracht sein 
kann. 

[0019] Von besonderem Vorteil ist, daB mit dem groBeren 
zweiten Halbieiterchip eine Abschirmung fur das kleinere, 
in der Aussparung angeordnete Halbieiterchip geschaffen 
werden kann, was besonders interessant fur die dritte An- 
wendung ist Dazu kann die Aussparung mit einer Ab- 
schirmbeschichtung versehen werden. Wird zusatzlich der 
erste Halbieiterchip in Flip-Chip-Technik ausgebildet, mit 
entsprechenden Fbp-Chip-Kontakten, so kann seine passive 
Ruckseite ebenfalls mit einem Abschirmungsmetall be- 
schichtet sein. Wahrend die Abschirmung von Hochfre- 
quenzbauteilen ein besonderes Problem darstellt, weil groB- 
flachig erhebliche mechanische und kostenintensive Auf- 
wendungen getrieben werden miissen, um ein derartiges 
Hochfrequenzbauteil abzuschirmen, kann mit der erfin- 
dungsgemaBen Stapeltechnik durch Beschichten der Aus- 
sparung mit einem Abschirmmetall der erste Halbieiterchip 
zuverlassig vor Storfrequenzen geschutzt werden. 
[0020] Ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauteils mit einem ersten Halbieiterchip und mindestens ei- 
nem zweiten Halbieiterchip, der eine Aussparung aufweist 
in welcher der erste Halbieiterchip angeordnet ist, weist fol- 
gende Verfahrensschritte auf: 

Zunachst wird ein dunngeschliffener erster Halbleiterwafer 
einer minimalen Dicke mit integrierten Schaltungen in sei- 
nem aktiven Oberseitenbereich hergestellt und durch TVen- 
nen des diinngeschliffenen Halbieiterwafers werden erste 
Halbleiterchips bereitgestellt AuBerdem wird ein zweiter 
Halbleiterwafer mit integrierten Schaltungen in seinem akti- 
ven Oberseitenbereich bereitgestellt, der mehr als eine dop- 
pelte Dicke des dunngeschliffenen Halbieiterwafers und 
groBere Abmessungen als dieser aufweist Dieser zweite 
Halbleiterwafer wird nun nicht in seiner vollen GroBe dunn- 
geatzt wie der erste Halbleiterwafer, sondern strukturiert 
dunngeatzt, d. h. auf seiner passiven Ruckseite werden in 
Zeilen und Spalten angeordnete Aussparungen fur die Auf- 
nahme von ersten Halbleiterchips eingebracht 
[0021] Nach dem Einbringen der Aussparungen wird der 
zweite Halbleiterwafer zu zweiten Halbleiterchips mit Aus- 
sparungen zur Aufhahme der ersten Halbleiterchips in den 
Aussparungen getrennt Als nachstes kann dann der erste 
Halbieiterchip auf einem Schaltungssubstrat unter Verbin- 
dung der Kontaktflachen des ersten Halbleiterchips mit 
Kontaktanschlussflachen eines ersten Umverdrahtungslei- 
tungsmusters auf dem Schaltungssubstrat angeordnet wer- 
den. Danach wird der zweite Halbieiterchip auf dem Schal- 
tungssubstrat durch Uberstulpen des zweiten Halbleiter- 
chips uber den ersten Halbieiterchip unter Verbinden der 
Kontaktflachen des zweiten Halbleiterchips mit Kontaktan- 
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schlussflachen des ersten Umverdrahtungsleitungsmusters 
des Schaltungssubstrats angeordnet. 
[0022] Bei dem Anordnen sowohl des ersten Halbleiter- 
chips als auch des zweiten Halbleiterchips konnen diese ent- 
weder auf den Schaltungstrager geklebt oder gelotet werden. 
Das Verbinden mit den Kontaktanschlussflachen des ersten 
Umverdrahtungsleitungsmusters kann mittels Bondtechnik 
oder zumindest fur den ersten Halbleiterchip auch mittels 
Verbinden iiber Flip-Chip-Technik erfolgen. AbschlieBend 
werden die Halbleiterchips auf dem Schaltungssubstrat zu 
einem elektronischen Bauteil in einer Kunststoffgehause- 
masse unter Freilassen von AuBenkontaktrlachen eines 
zweiten Umverdrahtungsleitungsmusters des Schaltungs- 
substrats verpackt. Uber Durchkontakte, die das Schaltungs- 
substrat aufweist, ist das erste Umverdrahtungsleitungsmu- 
ster elektrisch mit dem zweiten Umverdrahtungsleitungs- 
muster, und damit mit den AuBenkontakten, verbunden. 
[0023] Dieses Verfahren hat den Vorteil, daB am Layout 
der Halbleiterwafer keine Anderungen vorgenommen wer- 
den miissen, um eine kompakte Stapelung und ein Ineinan- 
derschachtein eines ersten und eines zweiten Halbleiterchips 
zu erreichen. Es muB iediglich zusatzlich ein Diinnatzen fiir 
den ersten Halbleiterwafer vorgesehen werden, das gleich- 
maBig fiir den gesamten Halbleiterwafer durchgefuhrt wer- 
den kann, um diinngeatzte Halbleiterchips als erste Halblei- 
terchips zur Verfugung zu s telle n. Fiir die Herstellung vieler 
zweiter Halbleiterchips wird Iediglich der Ausgangshalblei- 
terwafer von seiner Ruckseite aus strukturiert diinngeatzt, so 
daB Stege am Rand von jedem Halbleiterchip stehenbleiben 
und Aussparungen entstehen, die einmal als Stutzrahmen 
dienen bzw. als Aufhahmehohlraum fur den ersten Halblei- 
terchip vorgesehen sind. 

[0024] Wie bereits erwahnt, kann das Verbinden der Kon- 
taktflachen des ersten Halbleiterchips mit den Kontaktan- 
schlussflachen des ersten Umverdrahtungsleitungsmusters 
durch eine Bondtechnik iiber Bonddrahte durchgefuhrt wer- 
den oder mit Hilfe der Flip-Chip-Technik, bei der Flip-Chip- 
Kontakte auf den Kontaktanschlussflachen des ersten Halb- 
leiterchips ausgebildet werden, die dann unmittelbar auf die 
Kontaktanschlussflachen des ersten Umverdrahtungslei- 
tungsmusters aufgebracht werden. 

[0025] Fiir eine Flip-Chip-Montage des ersten Halbleiter- 
chips konnen nach dem Einbringen der Aussparungen in 
den zweiten Halbleiterwafer unmittelbar die ersten Halblei- 
terchips mit Flip-Chip-Kontakten in den Aussparungen des 
zweiten Halbleiterwafers eingebettet werden. Danach kann 
der zweite Halbleiterwafer in einzelne Halbleiterchipkombi- 
nationen geteilt werden und mit einem Schaltungstrager 
elektrisch verbunden werden. 

[0026] Das Dunnatzen kann fur den ersten Halbleiterwa- 
fer durch ein chemisches Atzpolieren erfolgen, da hier der 
gesamte Wafer diinnzuatzen ist. Dazu wird eine alkalische 
Losung mit feinem Polierpulver eingesetzt, um einen 
schnellen Abtrag und gleichzeitig eine polierte Ruckseite zu 
erzeugen. Fiir das strukturierte Dunnatzen der Riickseite des 
zweiten Halbleiterwafers werden die Stege, die spater einen 
stabilisierenden Rahmen fur die zweiten Halbleiterchips bil- 
den sollen, durch eine Abdeckung vor der Atzlosung ge- 
schiitzt und anschlieBend kann mit einer Mischung aus 
HuBsaure und Schwefelsaure ein chemisches Atzen erfol- 
gen. Dazu konnen die beiden Sauren einerseits verdiinnt und 
andererseits gepuffert werden, um die Atzrate zu steuern. 
Eine andere Atzlosung weist Flursaure und Salpetersaure 
auf, wobei zum Puffern ein Salz der Salpetersaure wie Am- 
moniumfluorit eingesetzt wird. 

[0027] Ein alternatives Verfahren zum strukturierten Dun- 
natzen der Ruckseite des zweiten Halbleiterwafers besteht 
darin, die Stege abzudecken und anschlieBend eine Trocke- 



natzung durchzufuhren. Bei der Trockenatzung kann durch 
ein Zerstaubungsvorgang im Vakuum der nicht geschutzte 
Bereich beispielsweise durch beschleunigte Edelgasionen 
abgetragen werden. Ein weiteres Verfahren zum strukturier- 

5 ten Abtragen der Ruckseite des zweiten Halbleiterwafers 
besteht nach dem Abdecken darin, daB ein reaktives Plasma- 
atzen durchgefuhrt wird, bei dem anstelle von Edelgasionen 
reaktive Ionen im Plasma erzeugt und zum beschleunigten 
Abtragen der freien Bereiche eingesetzt werden. 

to [0028] Zusammenfassend ist festzustellen, daB die Erfin- 
dung auf einem Losungsansatz basiert, bei dem in einen gro- 
Ben oberen Halbleiterchip riickseitig eine oder mehrere Ver- 
tiefungen eingebracht werden, die beispielsweise durch ei- 
nen Waferatzprozess realisiert werden, um in die Vertiefung 

15 oder Aussparung einen kleineren Halbleiterchip versenken 
zu konnen. Dariiber hinaus umfaBt die Erfindung die weitere 
Moglichkeit, zusatzliche Vertiefungen und Aussparungen 
einzubringen, die es ermdglichen, Bonddrahte des unteren 
Halbleiterchips auch auBerhalb des oberen Halbleiterchips 

20 zu bonden; SchlieBlich ist auch die Moglichkeit gegeben, 
zusatzliche Vertiefungen einzubringen, die es erlauben, eine 
KunststoffpreBmasse in den Hohlraum unter dem zweiten 
Halbleiterchip einzubringen. SchlieBlich ktinnen auch Kom- 
binadonen mit Flip-Chip-Technik durchgefuhrt werden. Au- 

25 Berdem sind Mehrfachstapelungen moglich, bei denen die 
Chips paarweise aufeinandergestapelt werden. 
[0029] Zusammenfassend ergeben sich durch die Erfin- 
dung folgende Vorteile: 1. kurze Bonddrahte sind moglich, 
2. eine eirifache Entflechtung der Funktionen der Halbleiter- 

30 chips ist moglich durch Nutzung des Bereichs des TVager- 
substrats unter dem zweiten Halbleiterchip, 3. es sind klei- 
nere Kunststoffgehause moglich durch den kompakten Auf- 
bau der Stapelung. Im Vergleich zu anderen Losungen hat 
die vorliegende Erfindung die Vorteile: 

35 

1. Eine Kombination aus zwei Chips mit groBen Chip- 
unterschieden und der Anordnung des kleineren Chips 
unter dem groBeren Chip ist moglich, wobei keine Pro- 
bleme des Chipiiberhangs fur den groBeren Chip auf- 

40 treten. 

2. Im Bondbereich kann das zweite Halbleiterchip un- 
terstiitzt werden, so daB ein unproblemadsches Draht- 
bonden ermoglicht wird. 

3. Kompakte diinne Gehauseformen sind moglich, 
45 well die beiden Halbleiterchips ineinander versenkt 

sind. 

[0030] Im Prinzip wird mit der vorliegenden Erfindung 
auf einem Verdrahtungstrager oder Schaltungstrager ein Ba- 

50 sischip befesdgt, das kleiner ist als ein zweiter Halbleiter- 
chip. Der Schaltungstrager weist fur den auBeren AnschluB 
des elektronischen Bauteils AuBenkontaktrlachen auf, die 
iiber Durchkontakte und Umverdrahtungsleitungen mit de- 
nen Elektroden der Halbleiterchips verbunden werden kon- 

55 nen. 

[0031] Auf den AuBenkontaktrlachen konnen wiederum 
AuBenkontakte in Form von Lotballen oder in Form von 
Hockem aufgebracht sein. Die elektrischen Verbindungen 
zwischen dem Basischip und dem Verdrahtungstrager kon- 

60 nen mit Hilfe von Drahtbonden hergestellt werden. SchlieB- 
lich wird auf den Basischip ein Tbpchip, also ein zweiter 
Halbleiterchip, mit einer riickseitig vorhandenen Kavitat ge- 
stapelt. Die Kavitat ist ausreichend groB, so daB der kom- 
plette Basischip mit Drahten ausgespart ist. Auch der Top- 

65 chip oder zweite Halbleiterchip kann durch Drahtbonden 
mit dem Verdrahtungstrager bzw. Schaltungstrager verbun- 
den werden. Zusatzliche Aussparungen sorgen dafur, daB 
eine Umhullung des Basischips mit einer Kunststoffgehau- 
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semasse innerhalb des zweiten Halbleiterchips moglich 
wird. 

[0032] Als eine weitere Variante ist es moglich, daB zu- 
satzliche Aussparungen auf der Riickseite des zweiten Halb- 
leiterchips vorgesehen werden, durch die Bonddrahte ver- 
laufen kSnnen, die eine Verbindung zwischen dem Schal- 
tungstrager und den Kontaktflachen des Basischips herstel- 
len. 

[0033] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfuhrungs- 
formen mit Bezug auf die beigefugten Figuren naher eror- 
tert. 

[0034] Fig, 1 zeigt einen prinzipiellen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil mit einem Stapel aus Halbleiter- 
chips einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung, 
[0035] Fig. 2 bis 8 zeigen unterschiedliche schematische 
Einzelansichten der beiden ineinander angeordneten Halb- 
leiterchips der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung nach 
Fig. 1, 

[0036] Fig. 2 zeigt eine schematische Draufsicht auf einen 
ersten Halbleiterchip, 

[0037] Fig. 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
den ersten Halbleiterchip, 

[0038] Fig. 4 zeigt eine schematische Untersicht des er- 
sten Halbleiterchips, 

[0039] Fig. 5 zeigt eine schematische Draufsicht des zwei- 
ten Halbleiterchips, der groBer ist als der erste Halbleiter- 
chip, 

[0040] Fig. 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
den zweiten Halbleiterchip, 

[0041] Fig. 7 zeigt eine schematische Untersicht des zwei- 
ten Halbleiterchips, 

[0042] Fig. 8 zeigt einen schematischen Bonddrahtplan, 
der ineinander angeordneten ersten und zweiten Halbleiter- 
chips der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung, 
[0043] Fig. 9 zeigt einen prinzipiellen Querschnitt durch 
ein Halbleiterbauteil mit einem Stapel aus Halbleiterchips 
einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung, 
[0044] Fig. 10 bis 16 zeigen unterschiedliche schemati- 
sche Einzelansichten der beiden ineinander angeordneten 
Halbleiterchips der zweiten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung, 

[0045] Fig. 10 zeigt eine schematische Draufsicht auf ei- 
nen ersten Halbleiterchip, 

[0046] Fig. 11 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch einen ersten Halbleiterchip, 

[0047] Fig. 12 zeigt eine schematische Untersicht des er- 
sten Halbleiterchips, 

[0048] Fig. 13 zeigt eine schematische Draufsicht auf ei- 
nen zweiten Halbleiterchip, 

[0049] Fig. 14 zeigt einen schematische Querschnitt durch 
den zweiten Halbleiterchip, 

[0050] Fig. 15 zeigt eine schematische Untersicht des 
zweiten Halbleiterchips, 

[0051] Fig. 16 zeigt einen schematischen Bonddrahtplan, 
der ineinander angeordneten ersten und zweiten Halbleiter- 
chips der zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung, 
[0052] Fig. 17 zeigt einen prinzipiellen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil mit einem Stapel aus Halbleiter- 
chips einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung, 
[0053] Fig. 18 zeigt einen prinzipiellen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil mit einem Stapel aus Halbleiter- 
chips einer vierten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
[0054] Fig. 1 zeigt einen prinzipiellen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil 1 mit einem Stapel aus Halbleiter- 
chips 2 und 3 einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
Das Bezugszeichen 4 kennzeichnet eine passive Riickseite 
des zweiten Halbleiterchips. Das Bezugszeichen 5 kenn- 
zeichnet eine Aussparung in der passiven Riickseite 4 des 



Halbleiterchips. Das Bezugszeichen 6 kennzeichnet ein 
Schaltungssubstrat, auf dem die ineinander angeordneten 
Halbleiterchips 2 und 3 gestapelt sind. Das Bezugszeichen 7 
kennzeichnet ein Umverdrahtungsleitungen, die auf einem 
5 isolierenden TYagersubstrat 9 angeordnet sind. Das Bezugs- 
zeichen 8 kennzeichnet Durchkontakte, die Umverdrah- 
tungsleitungen auf der chipseitigen Oberseite des isolieren- 
den Tragersubstrats 9 mit Umverdrahtungsleitungen auf der 
gegeniiberliegenden Seite des isolierenden TVagersubstrats 9 
10 verbinden. 

[0055] In dieser Ausfuhrungsform der Erfindung weist die 
chipseitige Seite 12 des isolierenden TVagersubstrats 9 ein 
erstes Umverdrahtungsleitungsmuster 10 auf und die gegen- 
iiberliegende Seite 13 des isolierenden Tragersubstrats 9 

15 zeigt ein zweites Umverdrahtungsleitungsmuster 11 auf. 
Das Bezugszeichen 14 kennzeichnet mikroskopisch kleine 
Kontaktanschlussflachen der Umverdrahtungsleitungen 7 
des ersten Umverdrahtungsleitungsmusters 10, die mit ent- 
sprechenden mikroskopisch kleinen Kontaktflachen 15 auf 

20 den Halbleiterchips korrespondieren. Unter mikroskopisch 
klein wird in diesem Zusammenhang ein Korper oder eine 
Flache verstanden, die Abmessungen aufweist, die nur unter 
dem Lichtmikroskop meBbar sind und mit bloBem Auge 
nicht erkennbar sind. 

25 [0056] Das zweite Umverdrahtungsleitungsmuster 11 auf 
der gegeniiberliegenden Seite 13 des Schaltungssubstrats 6 
bzw. auf dem isolierenden TYagersubstrat 9 weist makrosko- 
pisch groBe AuBenkontaktflachen 16 auf. Unter makrosko- 
pisch wird in diesem Zusammenhang ein Korper oder eine 

30 Flache verstanden, die Abmessungen aufweist, welche mit 
bloBem Auge erkennbar sind. Diese AuBenkontaktflachen 
16 konnen AuBenkontakte 17 tragen, die in der Ausfuh- 
rungsform nach Fig. 1 aus Lotballen bestehen und in einem 
RastermaB R auf der Unterseite des elektronischen Bauteils 

35 angeordnet sind, sowie aus dem Gehause des elektronischen 
Bauteils 1 herausragen. 

[0057] In der Ausfuhrungsform, die in Fig. 1 gezeigt wird, 
werden die mikroskopisch kleinen Kontaktflachen 15 auf 
den Halbleiterchips und die mikroskopisch kleinen Kontakt- 

40 anschlussflachen 14 auf dem ersten Umverdrahtungslei- 
tungsmuster 10 uber Bonddrahte 18 miteinander verbunden. 
Das Bezugszeichen 20 kennzeichnet Stutzbereiche des 
zweiten Halbleiterchips 3, welche die voile Materialstarke 
des Halbleiterchips aufweisen und rundum die Aussparung 

45 5 angeordnet sind. Diese Stutzbereiche 20 sind auf der 
Oberseite 12 des Schaltungssubstrat 6 befestigt und weisen 
auf der aktiven Oberseite 21 des zweiten Halbleiterchips 3 
die mikroskopisch kleinen Kontaktflachen 15 auf, womit 
der Vorteil verbunden ist, daB beim Aufbringen der Bond- 

50 drahte 18 der zweite Halbleiterchip 3 sich auf dem Schal- 
tungssubstrat 6 abstiitzen kann. Dazu ist der zweite Halblei- 
terchip 3 in den Stiitzbereichen 20 uber eine isolierende 
Klebstoffschicht auf das erste Umverdrahtungsleitungsmu- 
ster 10 geklebt. 

55 [0058] Das Bezugszeichen 28 kennzeichnet die durch die 
Bonddrahte 18 hergestellten Bondverbindungen. In Fig. 1 
sind unterschiedliche Bondverbindungen 28 dargestellt, die 
als Ergebnis entweder einen Bondbogen oder einen Bond- 
kopf aufweisen. Dabei kann der Bondkopf sowohl auf den 

60 Kontaktanschlussflachen 14 des ersten Umverdrahtungslei- 
tungsmusters 10 als auch auf den Kontaktflachen 15 der 
Halbleiterchips realisiert werden. Da eine Bondverbindung 
28 mit einem Bondbogen 30 wesentlich flacher ausgefuhrt 
werden kann als mit einem Bondkopf, bietet sich diese Art 

65 der Bondverbindung besonders fur die aktive Oberseite 29 
des ersten Halbleiterchips an, der in der Aussparung 5 des 
zweiten Halbleiterchips 3 angeordnet ist, da der Bondbogen 
30 wesentlich weniger Hone beansprucht Andererseits ist 
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das Bonden mit einem Bondkopf 31 von Vorteil, wenn zwar 
geniigend Hohe aber wenig Raum in der Breite zur Verfu- 
gung steht. 

[0059] Somit ware die optimale Bondverbindung fur den 
in der Aussparung 5 angeordneten ersten Halbleiterchip 2 5 
eine Bondverbindung, die aus einem Bondkopf 31 auf den 
Kontaktanschlussflachen 14 des ersten Umverdrahtungslei- 
tungsmusters 10 angeordnet ist, in Kombination mit einem 
Bondbogen 30 auf der Kontaktflache 15 des ersten Haiblei- 
terchips 2. Im Prinzip gilt das auch fur die Bondverbindung 10 
zwischen den mikroskopisch kleinen Kontaktanschlussfla- 
chen des ersten Umverdrahtungsleitungsmusters 10 mit den 
Kontaktflachen des zweiten Halbleiterchips 3, wie es auf der 
rechten Seite in Fig. 1 dargestellt ist. Auf der linken Seite in 
Fig. 1 sind alternative Bondverbindungen dargestellt, die fiir 15 
den ersten Halbleiterchip 2 zwei Bondbogen 30 aufweisen 
und fur den zweiten Halbleiterchip 3 eine Kombination aus 
einem Bondkopf 31 auf der Kontaktflache 15 und einem 
Bondbogen 30 auf der Kontaktanschlussflache 14 vorsieht. 
Zwar sind diese Bondverbindungen 28 grundsatzlich mog- 20 
lich, doch stellen sie keine optimale Losung fur das in Fig. 1 
dargestellte elektronische Bauteil dar. 
[0060] Die erste Ausfuhrungsform nach Fig. 1 zeigt den 
Vorteil, der insbesondere in der Kompaktheit des elektroni- 
schen Bauteils besteht, dadurch daB ein erstes Halbleiter- 25 
chip 2 innerhalb einer Aussparung 5 eines zweiten Halblei- 
terchips 3 angeordnet ist. Diese Aussparung 5 wird von der 
Ruckseite 4 fur mehrere Halbleiterchips eines Halbleiterwa- 
fers gleichzeitig in dem Bereich des zweiten Halbleiterchips 
3 von der passiven Ruckseite 4 aus hineingeatzt. Die Raum- 30 
ersparniss ist betrachtlich, da fur beide Halbleiterchips 2 und 
3 zusammen lediglich das Volumen des zweiten Halbleiter- 
chips 3 in Anspruch genommen wird. 
[0061] Bei dieser Losung wird besonders vorteilhaft aus- 
genutzt, daB der groBte Bereich eines Halbleiterchips 3, der 35 
elektronische Speicherelemente oder elektronische Signal- 
schaltungen an seiner Oberseite aufweist, nicht zum Schal- 
ten von Signalen oder zum Speichem von Daten benotigt 
wird. Dieses nicht benotigte Volumen wird hier einer weite- 
ren Nutzung zugefuhrt, indem ein kleinerer Halbleiterchip 40 
2, der entweder die Steuerschaltung fur ein Speicherchip 
aufhimmt oder der in einer Kombination aus groBflachigem 
Signalverarbeitungschip und kleinflachigem Hochfrequenz- 
chip die Aufgabe der Hcrchfrequenzverstarkung ubemimmt 
oder der in einer Kombination aus einem Leistungsverstar- 45 
kungsbauteil und einem signal verarbeitendem Chip den Part 
der Leistungsversorgung ubemimmt, so daB kein zusatzli- 
cher Raum- oder Flachenbedarf fur dieses mit einem Stapel 
aus den Halbleiterchips 2 und 3 versehene elektronische 
Bauteil besteht Auch die sonst nutzlose Flache unter einem 50 
groBflachigen Speicher- oder Signalverarbeitungschip kann 
nun intensiv genutzt werden. 

[0062] Die Ruckseite des ersten Halbleiterchips in der 
Aussparung 5 des zweiten Halbleiterchips 3 kann elektrisch 
mit einem AuBenkontakt uber das Umverdrahtungsleitungs- 55 
muster 10 und einen Durchkontakt 8 und uber das Umver- 
drahtungsleitungsmuster 11 mit einer AuBenkontaktflache 
16, die einen AuBenkontakt 17 tragi, verbunden sein, so daB 
beispielsweise negative Potentiate oder Massepotentiale 
uber diesen AuBenkontakt, der mit der passiven Unterseite 60 
des ersten Halbleiterchips 2 elektrisch verbunden ist, an die 
Unterseite angelegt werden konnen. 
[0063] Der weitere Vorteil dieser ersten Ausfuhrungsform 
der Erfindung liegt darin, daB die mikroskopisch kleinen 
Kontaktflachen 15 der Halbleiterchips 2 und 3 uber das erste 65 
Umverdrahtungsleitungsmuster 10 die Durchkontakte 8 und 
das zweite Umverdrahtungsleitungsmuster 11 mit den ma- 
kroskopischen Aufienkontakten 17 verbunden sein konnen. 
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Diese makroskopischen AuBenkontakte 17 weisen ein Ra- 
stermaB R auf und konnen auf einer der AuBenflachen des 
elektronischen Bauteils 1 in einer Matrix gleichmaBig uber 
die Flache verteilt angeordnet sein. 
[0064] Die Fig. 2 bis 8 zeigen unterschiedliche schemati- 
sche Einzelansichten der beiden ineinander angeordneten 
Halbleiterchips der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung 
nach Fig. 1 . Dabei zeigen die Fig. 2, 3 und 4 die GrdBenord- 
nungen des ersten Halbleiterchips 2, der kleiner ist als der 
zweite Halbleiterchip 3, der mit den Fig. 5, 6 und 7 gezeigt 
wird. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in Fig. 1 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und fur 
die Fig. 2 bis 8 nicht extra erlautert. 
[0065] Fig. 2 zeigt eine schematische Draufsicht auf einen 
ersten Halbleiterchip 2 der Ausfuhrungsform nach Fig. L 
Der erste Halbleiterchip 2 weist auf seiner aktiven Oberseite 
29 eine geringe Zahl an mikroskopisch kleinen Kontaktfla- 
chen 15 auf und kann entweder ein Steuerchip fur einen 
groBflachigen Speicherchip bzw. Memorychip darstellen 
oder ein Hochfrequenzchip fur einen signalverarbeitenden 
Chip oder ein Leistungsverstarkungschip fur einen entspre- 
chend groBflachiges Signalverarbeitungschip sein. Derar- 
uge Halbleiterchips weisen eine sehr begrenzte Zahl an inte- 
grierten Schaltungen auf ihrer aktiven Oberseite auf und 
folglich konnen die Kontaktflachen 15 auf eine geringe Zahl 
begrenzt werden. Demgegenuber ist die aktive Oberseite 21 
eines zweiten Halbleiterchips 3 wesentlich groBer, da dieser 
zweite Halbleiterchip 3, der ein Speicherbaustein oder ein 
signalverarbeitender Baustein sein kann, wesentlich mehr 
Schaltungsfunktionen als der erste Halbleiterchip 2 auf- 
weist. 

[0066] Fig. 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
den ersten Halbleiterchip 2. Dieser erste Halbleiterchip 2 ist 
gegeniiber dem zweiten Halbleiterchip 3 auf seiner gesam- 
ten passiven Ruckseite 26 dunngeschliffen bzw. dunngeatzt, 
so daB er nur noch eine Dicke d aufweist, die wesentlich ge- 
ringer ist als die Dicke D des zweiten Halbleiterchips 3. Die- 
ses Dunnschleifen kann fur viele Halbleiterchips 2 auf ei- 
nem Halbleiterwafer gleichzeitig erfolgen, bevor ein derarti- 
ger Halbleiterwafer in einzelne dunngeschliffene Halbleiter- 
chips getrennt wird. Die aktive Oberseite 29 mit den Kon- 
taktflachen 15 bleibt dabei vollstandig erhalten. 
[0067] Fig. 4 zeigt eine schematische Untersicht des er- 
sten Halbleiterchips 2, wobei die passive Ruckseite 26 eine 
vollkommen ebene unstrukturierte Flache darstellt. Diese 
Ruckseite kann metallisiert sein, um einerseits auf die Ruck- 
seite ein Massepotential zu legen oder um diese Ruckseite 
als Abschirmflache zu verwenden. 

[0068] Fig. 5 zeigt eine schematische Draufsicht des zwei- 
ten Halbleiterchips 3, der groBer ist als der erste Halbleiter- 
chip 2. Dieser zweite Halbleiterchip 3 weist eine erheblich 
hohere Anzahl an elektronischen Schaltkreisen auf wie bei- 
spielsweise die oben erwahnten signalverarbeitenden Halb- 
leiterchips oder die Speicherchips als der erste. In dieser 
Ausfuhrungsform sind die mikroskopisch kleinen Kontakt- 
flachen 15 auf der aktiven Oberseite 21 des zweiten Halblei- 
terchips 3 im Randbereich angeordnet. 
[0069] Fig. 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
den zweiten Halbleiterchip 3. Dieser Querschnitt durch den 
zweiten Halbleiterchip 3 zeigt neben der Aussparung 5 zur 
Aufnahme des ersten Halbleiterchipsw weitere Aussparun- 
gen 23 zwischen Sttitzbereichen 20 im Randbereich des 
Halbleiterchips 3 auf. Diese Stutzbereiche 20 dienen im we- 
sentlichen dazu, eine feste Unterlage fur die Kontaktflachen 
zu schafTen, um ein sicheres Bonden zu ermoglichen. Die 
zusatzlichen Aussparungen 23 in den Stutzbereichen 20 sind 
in dieser Ausfuhrungsform der Erfindung vorgesehen, damit 
beim Verpacken der ineinander angeordneten Halbleiter- 
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chips 2 und 3 in einer Kunststoffgehausemasse diese Kunst- 
stoffgehausemasse durch die zusatzlichen Aussparungen 23 
dringen kann urn somit die Hohlraume in der Aussparung 5 
zwischen dem ersten Haibleiterchip 2 und der Aussparung 
des zweiten Halbleiterchips 3 aufzufullen. 5 
[0070] Fig. 7 zeigt eine schematische Untersicht des zwei- 
ten Halbleiterchips 3, die nochmals die Stutzbereiche 20 als 
Winkel ausgebildet darstellt und die zusatzlichen Offhungen 
23, die jeweils auf einer Seitenmitte zum Eindringen der 
Kunststoffgehausemasse in die passive Ruckseite des Halb- to 
leiterchips eingeatzt wurden. Dabei ist anzumerken, daB die 
zusatzlichen Atzungen flir die Aussparungen 23, wie es der 
Querschnitt des Halbleiterchips 3 in Fig. 6 zeigt, nicht so 
tief ausgefuhrt sind wie die Aussparung 5 zur Aufnahme des 
ersten Halbleiterchips 2. Somit bleibt geniigend Material 15 
auch in den Bereichen der zusatzlichen Aussparungen bzw. 
Vertiefungen in das Halbleiterchipmaterial hinein noch ste- 
hen, um die direkt dariiber angeordneten Kontaktflachen 
beim Bonden zu stutzen. 

[0071] Fig. 8 zeigt einen schematischen Bonddrahtplan 20 
der ineinander angeordneten ersten und zweiten Halbleiter- 
chips 2 und 3 der ersten Ausfuhrungsform der Erflndung. 
Dieser schematische Bonddrahtplan ist rnit durchgezogenen 
Linien fur die Oberseite des zweiten Halbleiterchips 3 ge- 
zeichnet und mit punktierten Linien fur die unter dem Halb- 25 
ieiterchip 3 angeordneten kleineren Halbleiterchips 2 darge- 
stellt. Durch die strichpunktierte Linie 32 werden die Um- 
risse der Aussparungen 5 und der zusatzlichen Aussparun- 
gen 23 gekennzeichnet. In diesem Bondplan gibt es innere 
Kontaktanschlussflachen 33 des ersten Umverdrahtungslei- 30 
tungsmusters, die innerhalb der Aussparung 5 des zweiten 
Halbleiterchips 3 angeordnet sind und auBere Kontaktan- 
schlussflachen 34, die auBerhalb des zweiten Halbleiter- 
chips angeordnet sind. Wahrend die Kontaktflachen 15 des 
ersten Halbleiterchips 2 mit den inneren Kontaktanschluss- 35 
flachen 33 iiber Bondverbindungen elektrisch verbunden 
sind, sind die Kontaktflachen 15 des zweiten groBeren Halb- 
leiterchips 3 mit den auBeren Kontaktanschlussflachen des 
ersten Umverdrahtungsleitungsmusters 10 verbunden. Mit 
diesem Bonddrahtplan wird deutlich, daB der erste Halblei- 40 
terchip 2 wesentlich kleiner sein muB als der zweite Haiblei- 
terchip 3, da zusatzlich zu der Flache des ersten Halbleiter- 
chips 2 noch innere Kontaktanschlussflachen 33 mit ent- 
sprechenden Bonddrahten 18 vorzusehen sind. 
[0072] Fig. 9 zeigt einen prinzipiellen Querschnitt durch 45 
ein elektronisches Bauteil mit einem Stapel aus Halbleiter- 
chips 2 und 3 einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfln- 
dung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den 
vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszei- 
chen gekennzeichnet und nicht extra erlautert. 50 
[0073] Der wesentliche Unterschied zwischen der ersten 
Ausfuhrungsform nach Fig. 1 und der zweiten Ausfuh- 
rungsform nach Fig. 2 liegt darin, daB die Bondverbindun- 
gen 28 des ersten Halbleiterchips 2 in der zweiten Ausfuh- 
rungsform nicht auf inneren Kontaktanschlussflachen, wie 55 
sie in Fig. 8 gezeigt werden, enden, sondem auf Kontaktan- 
schlussflachen 14 des ersten Umverdrahtungsleitungsmu- 
sters 10, die auBerhalb des Umfangs des zweiten groBeren 
Halbleiterchips 3 angeordnet sind. Dazu sind von der passi- 
ven Ruckseite des zweiten Halbleiterchips 3 zusatzliche 60 
Aussparungen vorgesehen, die ein Durchfiihren von Bond- 
drahten 18 ermoglichen. 

[0074] Fig. 10 bis 16 zeigen unterschiedliche schemati- 
sche Einzelansichten der beiden ineinander angeordneten 
Halbleiterchips 2 und 3 der zweiten Ausfuhrungsform der 65 
Erflndung, Komponenten mit gleichen Funktionen wie in 
den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugs- 
zeichen gekennzeichnet und in den nachfolgenden Fig. 10 
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bis 16 nicht extra erlautert. 

[0075] Die Fig. 10, 11 und 12 zeigen unterschiedliche 
schematische Einzelansichten des kleineren ersten Halblei- 
terchips 2 und die Fig. 13, 14 und 15 zeigen unterschiedli- 
che schematische Einzelansichten des groBeren zweiten 
Halbleiterchips 3. 

[0076] Fig. 10 zeigt eine schematische Draufsicht auf den 
ersten Haibleiterchip 2 der zweiten Ausfuhrungsform der 
Erfindung. Dieser erste Haibleiterchip 2 der Fig. 10 unter- 
scheidet sich von dem ersten Haibleiterchip 2 der Fig. 2 
darin, daB auf der aktiven Oberseite 29 lediglich an zwei ge- 
genOberliegenden Seitenrandem mikroskopisch kleine Kon- 
taktflachen 15 vorgesehen sind. 

[0077] Fig. 11 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch den ersten Haibleiterchip 2, wobei dieser Haibleiter- 
chip 2 gegenuber dem Haibleiterchip 3 in seiner Dicke d ge- 
ringer ist, was durch ein Dunnschleifen eines Halbleiterwa- 
fers fur mehrere erste Halbleiterchips 2 durchgefuhrt wer- 
den kann. 

[0078] Fig. 12 zeigt eine schematische Untersicht des er- 
sten Halbleiterchips 2 der zweiten Ausfuhrungsform der Er- 
findung, die sich im Prinzip nicht von der Unteransicht der 
ersten Ausfuhrungsform, die in Fig. 4 zu sehen ist, unter- 
scheidet. 

[0079] Fig. 13 zeigt eine Draufsicht auf einen zweiten 
Haibleiterchip 3 der zweiten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung, wobei sich diese Draufsicht der Fig. 13 nicht von der 
Draufsicht in Fig. 5 der ersten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung unterscheidet. 

[0080] Fig. 14 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch den zweiten Haibleiterchip 3. Dieser Querschnitt des 
zweiten Halbleiterchips unterscheidet sich von dem Quer- 
schnitt des zweiten Halbleiterchips 3 der ersten Ausfuh- 
rungsform dadurch, daB lediglich an zwei gegeniiberliegen- 
den Seitenbereichen groBere Aussparungen 22 vorgesehen 
sind und nicht auf alien vier Seiten des zweiten Halbleiter- 
chips 3. AuBerdem sind die zusatzlichen Aussparungen oder 
Vertiefungen von der Ruckseite des zweiten Halbleiterchips 
3 aus in Profit und Breite so gestaltet, daB Bonddrahte durch 
diese Aussparungen hindurch gefuhrt werden konnen. 
[0081] Fig. 15 zeigt eine schematische Untersicht des 
zweiten Halbleiterchips 3 der zweiten Ausfuhrungsform der 
Erfindung. Diese schematische Untersicht zeigt, daB die 
Aussparungen 22 auf der Unterseite des zweiten Halbleiter- 
chips 3 wesentlich breiter sind als die Aussparungen, wie sie 
bei der ersten Ausfuhrungsform mit Fig. 7 gezeigt werden. 
Aufgrund dieser GroBe ist es moglich, die vorgesehenen 
Bonddrahte nach auBen zu fuhren. 

[0082] Fig. 16 zeigt einen schematischen Bonddrahtplan 
der ineinander angeordneten ersten und zweiten Halbleiter- 
chips 2 und 3 der zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
Die strichpunktierte Linie 32 kennzeichnet wieder die Gren- 
zen der Aussparung 5 sowie die Grenzen der gegenuberlie- 
genden Aussparungen 22 bzw. 23. Diese Aussparungen 22 
und 23 haben eine ausreichende Breite um die auf gegen- 
uber liegenden Seiten angeordneten Kontaktflachen des er- 
sten Halbleiterchips 2, dessen Umrisse mit punktierten Li- 
nien gekennzeichnet sind, durch die Aussparung 22 zu fuh- 
ren. AuBerdem sind die Aussparungen 22 bzw. 23 so breit, 
daB beim Verpacken Kunststoffgehausemasse durch die 
Aussparungen dringen kann um die Hohlraume in der Aus- 
sparung 5, in der der erste Haibleiterchip 2 angeordnet ist, 
aufzufullen. 

[0083] Ein Vorteil der zweiten Ausfuhrungsform gegen- 
uber der ersten Ausfuhrungsform ist, daB zum elektrischen 
Verbinden der Kontaktflachen 15 des ersten Halbleiterchips 
2 mit dem ersten Umverdrahtungsleitungsmuster 10 keine 
inneren Kontaktanschlussflachen 33, wie sie in Fig. 9 fur die 
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erste Ausfuhrungsform der Erfindung gezeigt werden, erfor- 
derlich sind. Das bedeutet, dieser Bereich der Aussparung 5 
der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung kann fur den er- 
sten Halbleiterchip 2 genutzt werden, so daB bei gleichen 
Abmessungen des zweiten HalbLeiterchips 3 ein etwas gro- 
Beres erstes Halbleiterchip 2 in der Aussparung 5 unterge- 
bracht werden kann. Gleichzeitig wird damit die Kompakt- 
heit des elektronischen Bauteils sowie der Stapelung inner- 
halb des elektronischen Bauteils vergroBert. 
[0084] Wahrend in der ersten Ausfuhrungsform nach Fig. 
1 eine vorteilhafte Kombination aus einem Logik-Halblei- 
terchip bzw. Steuerungs-Halbleiterchip als erstes Halbleiter- 
chip 2 rait einem Speicher-Halbieiterchip als zweites Halb- 
leiterchip 3 vorgesehen ist, da wesentlich mehr Kontaktfla- 
chen fur das erste Halbleiterchip 2 verbindbar werden, nam- 
lich an alien vier Umfangsseiten des ersten Halbleiterchips 
2, ist die zweite Ausfuhrungsform fur die Anwendung einer 
Kombination aus einem elektronischen Leistungshalbleiter- 
chip als erstes Halbleiterchip 2 und einem signalverarbeiten- 
den Halbleiterchip 3 als zweites Halbleiterchip 3 besonders 
geeignet, zumal leistungsschaltende Halbleiterchips nur we- 
nige Kontaktflachen fiir eine Verbindung zu AuBenkontak- 
ten erfordern. 

[0085] Fig. 17 zeigt einen prinzipiellen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil 1 mit einem Stapel aus Halbleiter- 
chips 2 und 3 einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorherge- 
henden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen ge- 
kennzeichnet und nicht extra erlautert. 
[0086] Der Unterschied zu den vorhergehenden ersten und 
zweiten Ausfiihrungsformen besteht bei dieser dritten Aus- 
fuhrungsform darin, daB der erste Halbleiterchip 2 auf seiner 
aktiven Oberseite 26 Flip-Chip-Kontakte 19 aufweist. Da- 
mit kann auf Bondverbindungen und Bonddrahte fiir den er- 
sten Halbleiterchip 2 verzichtet. Das bedeutet gleichzeitig, 
daB dieser erste Halbleiterchip 2 die Aussparung in dem 
zweiten Halbleiterchip 3 wesentlich vollstandiger ausfullen 
kann als die mit Bonddrahten versehenen ersten Halbleiter- 
chips 2 der ersten und zweiten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung. 

[0087] Die Abmessungen der Flip-Chip-Kontakte in Form 
von Lotballen sind den mikroskopisch kleinen Abmessun- 
gen der Kontaktflachen 15 des ersten Halbleiterchips ange- 
paBt und in der Fig, 17 nur zur Verdeutlichung wesentlich 
ubertrieben groB dargestellt, so daB die Gesamthohe der 
Aussparung 5 in dem zweiten Halbleiterchip 3 ebenfalls ge- 
genuber den vorhergehenden Ausfuhrungsformen verklei- 
nert werden kann. Durch die strichpunktierten Linien 32 
wird die Position zusatzlicher Aussparungen 23 angedeutet, 
durch die eine KunststofFgehausemasse 27 in die Hohl- 
raume zwischen dem ersten Halbleiterchip 2 und dem zwei- 
ten Halbleiterchip 3 eindringen kann. 
[0088] Das RastermaB r der Flip-Chip-Kontakte ist eben- 
falls im Vergleich zu dem RastermaB R der AuBenkontakte 
kleiner, so daB teilweise auch dieses RastermaB r der Flip- 
Chip-Kontakte unter einem Lichtmikroskop meBbar ist, 
wahrend das RastermaB der Matrix aus AuBenkontakten 17 
mit bloBem Auge erkennbar ist. Die dritte Ausfuhrungsform 
kann fur Anwendungen eingesetzt werden, wie sie auch fiir 
die beiden ersten Ausfuhrungsformen moglich sind. Jedoch 
wird die dritte Ausfuhrungsform vorzugsweise fur die Kom- 
bination eines Logikbausteins oder Steuerbausteins mit ei- 
nem Speicherbaustein eingesetzt, wobei der Steuer- oder 
Logikbaustein durch das erste Halbleiterchip 2 realisiert ist 
und der Speicherbaustein durch das zweite Halbleiterchip 3 
realisiert isL 

[0089] Fig. 18 zeigt einen prinzipiellen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil 1 mit einem Stapel aus Halbleiter- 



chips 2 und 3 einer vierten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorherge- 
henden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen ge- 
kennzeichnet und nicht extra erlautert. 

5 [0090] Die vierte Ausfuhrungsform der Fig. 18 unter- 
scheidet sich von der Ausfuhrungsform, die in Fig. 17 ge- 
zeigt wird, dadurch, daB die Innenflachen 25 der Ausspa- 
rung 5 auf dem zweiten Halbleiterchip 3 mit einer metalli- 
schen Abschirmbeschichtung versehen sind. Dariiber hinaus 

10 ist auch die passive Ruckseite 26 des ersten Halbleiterchips 
2 mit einer entsprechenden abschirmenden metallischen 
Schicht versehen. 

[0091] Mit einer derart kompakten Abschirmung insbe- 
sondere des ersten Halbleiterchips 1 kann ein Schutz gegen 

15 hochfrequente Storsignale geschaffen werden, so daB sich 
diese vierte Ausfuhrungsform der Erfindung besonders fur 
Hochfrequenz-Bauteile als ersten Halbleiterchip 2 eignet, 
die mit einem Signalchip wie dem zweiten Halbleiterchip 
zusammenwirken. Dieses Zusammenwirken wird durch das 

20 erste Umverdrahtungsleitungsmuster 10 gewamieistet, daB 
die Flip-Chip-Ausgange uber die Flip-Chip-Kontakte 19 des 
ersten Halbleiterchips 2 mit den Bonddrahtverbindungen zu 
dem zweiten Halbleiterchip 3, der beispielsweise die demo- 
dulierten Signale verarbeitet, verbindet. 

25 

Bezugszeichenliste 

1 elektronisches Bauteil 

2 erster Halbleiterchip 
30 3 zweiter Halbleiterchip 

4 passive Ruckseite des zweiten Halbleiterchips 

5 Aussparung 

6 Schaltungssubstrat 

7 Umverdrahtungsleitung 
35 8 Durchgangskontakte 

9 isolierendes TVagersubstrat 

10 erstes Umverdrahtungsleitungsmuster 

11 zweites Umverdrahtungsleitungsmuster 

12, 13 einander gegeniiberliegende Seiten des Schaltungs- 
40 substrats 

14 mikroskopisch kleine Kontaktanschlussflachen 

15 Kontaktflachen der Halbleiterchips 

16 makroskopisch groBe AuBenkontaktflachen 

17 AuBenkontakte 
45 18 Bonddrahte 

19 Flip-Chip-Kontakte 

20 Stutzbereiche 

21 aktive Oberseite des zweiten Halbleiterchips 

22 Aussparungen fur Bonddrahte 

50 23 Aussparungen fur Kunststoffjpressmasse 

24 Abschirmbeschichtung 

25 Innenflache der Aussparung 

26 passive Ruckseite des ersten Halbleiterchips 

27 Kunststoffgehausemasse 
55 28 Bondverbindungen 

29 aktive Oberseite des ersten Halbleiterchips 

30 Bondbogen 

31 Bondkopf 

32 strichpunktierte Linie 

60 33 innere Kontaktanschlussflache 

34 auBere Kontaktanschlussflache 

d Dicke des ersten Halbleiterchips 

D Dicke des zweiten Halbleiterchips 

r RastermaB der Flip-Chip-Kontakte 
65 R RastermaB der AuBenkontakte 
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Patentanspriiche 

1. Elektronisches Bauteil mit einem Stapei aus Halb- 
leiterchips (2, 3) unterschiedlicher GroBe, das einen er- 
sten Halbleiterchip (2) und mindestens einen zweiten 5 
Halbleiterchip (3) aufweist, wobei der erste Halbleiter- 
chip (2) eine geringere Dicke (d) und geringere AuBen- 
abmessungen als der zweite Halbleiterchip (3) auf- 
weist, und wobei der zweite Halbleiterchip (3) auf sei- 
ner passiven Ruckseite (4) eine Aussparung (5) auf- io 
weist, in welcher der erste Halbleiterchip (2) angeord- 
net ist. 

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der erste Halbleiterchip (2) und 
der zweite Halbleiterchip (3) ineinander geschachtelt 15 
auf einem Schaltungssubstrat (6) mit Umverdrahtungs- 
leitungen (7) und mit Durchgangskontakten (8) ange- 
ordnet sind. 

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Schaltungssubstrat (6) ein 20 
isolierendes Tragersubstrat (9) aufweist, das ein erstes 
Umverdrahtungsleitungsmuster (10) und ein zweites 
Umverdrahtungsleitungsmuster (11) aufweist, die auf 
den einander gegenuberliegenden Seiten (12, 13) des 
Schaltungssubstrats (6) angeordnet sind, wobei das er- 25 
ste Umverdrahtungsleitungsmuster (10) mikroskopisch 
kleine KontaktanschluBflachen (14) aufweist, die mit 
mikroskopisch kleinen Kontaktflachen (15) des ersten 
und des zweiten Halbleiterchips (2, 3) elektrisch lei- 
tend verbunden sind, wobei das zweite Umverdrah- 30 
tungsleitungsmuster (11) makroskopisch groBe AuBen- 
kontaktflachen (16) aufweist und wobei das erste Um- 
verdrahtungsleitungsmuster (10) und das zweite Um- 
verdrahtungsleitungsmuster (11) miteinander uber 
Durchgangskontakte (8) des Tragersubstrats (9) elek- 35 
trisch leitend verbunden sind. 

4. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 2 oder An- 
spruchs 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Schal- 
tungssubstrat (6) makroskopisch groBe AuBenkontakte 
(17) aufweist, die auf AuBenkontaktflachen (16) ange- 40 
ordnet sind und in einer Matrixanordnung aus dem 
elektronischen Bauteil (1) in einem vorgegebenen Ra- 
stermaB (r) herausragen. 

5. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 2 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der 45 
zweite Halbleiterchip (2, 3) uber Bonddrahte (18) mit 
KontaktanschluBflachen (14) des ersten Umverdrah- 
tungsleitungsmusters (10) elektrisch verbunden sind. 

6. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 2 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Halbiei- 50 
terchip (2) Uber Flip-Chip Kontakte (19) und der 
zweite Halbleiterchip (3) uber Bonddrahte (18) mit 
Kontaktanschlussflachen (14) des ersten Umverdrah- 
tungsleitungsmusters (10) elektrisch verbunden sind. 

7. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 55 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
zweite Halbleiterchip (3) auBerhalb der Aussparung (5) 
fur den ersten Halbleiterchip (2) Stutzbereiche (20) 
aufweist, die auf der aktiven Oberseite (21) des zweiten 
Halbleiterchips (3) Kontaktflachen (15) aufweisen. 60 

8. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
zweite Halbleiterchip (3) zusatzlich zu der Aussparung 
(5) fur den ersten Halbleiterchip (2) auf seiner passiven 
Ruckseite Aussparungen (22) aufweist, in denen elek- 65 
trische Verbindungsdrahte des ersten Halbleiterchips 
(2) angeordnet sind, die uber den Bereich des zweiten 
Halbleiterchips (3) hinausragen. 



9. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
zweite Halbleiterchip (3) zusatzliche Aussparungen 
(23) auf seiner passiven Ruckseite (4) aufweist, die 
eine raumliche Verbindung des den zweiten Halbleiter- 
chip (3) umgebenden Raum mit der Aussparung (5) fur 
den ersten Halbleiterchip (2) aufweisen. 

10. Elektronische Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Aussparung (2) des zweiten Halbleiterchips (3) eine 
Abschirmbeschichtung (24) aufweist, welche die ge- 
samte Innenflache (25) der Aussparung (5) bedeckt. 

11. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
erste Halbleiterchip (2) in Hip-Chip Technik montiert 
ist und auf seiner passiven Ruckseite (26) eine Ab- 
schirmschicht (24) aufweist 

12. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauteils mit einem ersten Halbleiterchip (2) und min- 
destens einem zweiten Halbleiterchip (3) der eine Aus- 
sparung (5) aufweist, in welcher der erste Halbleiter- 
chip (2) angeordnet ist, wobei das Verfahren folgende 
Verfahrensschritte aufweist: 

- Bereitstellen eines dunngeschliffenen ersten 
Halbleiterwafers von der Dicke (d) mit integrier- 
ten Schaltungen in seinem aktiven Oberseitenbe- 
reich, und Trennen des dunngeschliffenen Halb- 
leiterwafers in erste Halbleiterchips (2), 

- Bereitstellen eines zweiten Halbleiterwafers 
mit integrierten Schaltungen in seinem aktiven 
Oberseitenbereich, der eine mehr als doppelte 
Dicke (D) und groBere AuBenabmessungen als 
der erste Halbleiterwafer (2) aufweist, 

- strukturiertes Dunnatzen des zweiten Halblei- 
terwafers (3) von seiner passiven Ruckseite (4) 
aus zu in Zeilen und Spalten angeordneten Aus- 
sparungen (5) fur die Aufhahme von den ersten 
Halbleiterchips (2), 

- Trennen des zweiten Halbleiterwafers in zweite 
Halbleiterchips (3) mit Aussparungen (5) zur Auf- 
nahme der ersten Halbleiterchips (2) in den Aus- 
sparungen (5), 

- Anordnen eines der ersten Halbleiterchips (2) 
auf einem Schaltungssubstrat (6) unter Verbinden 
der Kontaktflachen (15) des ersten Halbleiterchips 
(2) mit Kontaktanschlussflachen (14) eines ersten 
Umverdrahtungsleitungsmusters (10) des Schal- 
tungssubstrats (6), 

- Anordnen eines der zweiten Halbleiterchips (3) 
auf dem Schaltungssubstrat (6) durch Uberstulpen 
des zweiten Halbleiterchips (2) uber den ersten 
Halbleiterchip (2) unter Verbinden der Kontaktfla- 
chen (15) des zweiten Halbleiterchips (3) mit 
Kontaktanschlussflachen (14) des ersten Umver- 
drahtungsleitungsmusters (10) des Schaltungs- 
substrats (6), 

- Verpacken der Halbleiterchips (2) auf dem 
Schaltungssubstrat (6) zu einem elektronischen 
Bauteil (1) in einer Kunststoffgehausemasse (27) 
unter Freilassung von AuBenkontaktflachen (16) 
eines zweiten Umverdrahtungsleitungsmusters 
(11) des Schaltungssubstrats (6), das uber Durch- 
gangskontakte (8) mit dem ersten Umverdrah- 
tungsleitungsmuster (10) elektrisch verbunden ist. 

13. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauteils mit einem ersten Halbleiterchip (2) und min- 
destens einem zweiten Halbleiterchip (3) der eine Aus- 
sparung (5) aufweist, in welcher der erste Halbleiter- 
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chip (2) angeordnet ist, wobei das Verfahren folgende 
Verfahrensschritte aufweist: 

- Bereitstellen eines dunngeschliffenen ersten 
Halbleiterwafers mit Flip-Chip-Kontakten fUr je- 
den Halbleiterchip von der Dicke (d) mit inte- 5 
grierten Schaltungen in seinem aktiven Obersei- 
tenbereich, und Trcnnen des dunngeschliffenen 
Halbleiterwafers in erste Halbleiterchips (2), 

- Bereitstellen eines zweiten Halbleiterwafers 
mit integrierten Schaltungen in seinem aktiven 10 
Oberseitenbereich, der eine mehr als doppelte 
Dicke (D) und gr5Bere AuBenabmessungen als 
der erste Halbleiterwafer (2) aufweist, 

- strukturiertes DUnnatzen des zweiten Halblei- 
terwafers (3) von seiner passiven Riickseite (4) 15 
aus zu in Zeilen und Spalten angeordneten Aus- 
sparungen (5) fur die Aufnahme von den ersten 
Halbleiterchips (2), 

- Einbetten des ersten Halbleiterchips (2) mit 
Flip-Chip-Kontakten (19) in den Aussparungen 20 
(5) des zweiten Halbleiterchips3 unter Herausra- 
gen der Flip-Chip-Kontakte (5) auf der Ruckseite 
(4) des zweiten Halbleiterchip (3), 

- Trennen des zweiten Halbleiterwafers (3) mit 
eingebetteten Halbleiterchips (2) in einzelne 25 
Halbleiterchipkombinationen die auf einer Schal- 
tungsplatte angeordnet werden. 

- Anordnen der Halbleiterchipkombination auf 
einem Schaltungssubstrat unter Verbinden der 
Flip-Chip-Kontakte des ersten Halbleiterchips (2) 30 
und der Kontaktflache des zweiten Halbleiter- 
chips (3) mit einem ersten Umverdrahtungslei- 
tungsmuster eines Schaltungssubstrates, 

- Verpacken der Halbleiterchips (2) auf dem 
Schaltungssubstrat (6) zu einem elektronischen 35 
Bauteil (1) in einer Kunststoffgehausernasse (27) 
unter Freilassung von AuBenkontaktflachen (16) 
eines zweiten Umverdrahtungsleitungsmusters 
(U) des Schaltungssubstrats (6), das iiber Durch- 
gangskontakte (8) mit dem ersten Umverdrah- 40 
tungsleitungsmuster (10) elektrisch verbunden ist. 

14. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Kontaktflachen (15) des ersten Halb- 
leiterchips (2) und des zweiten Halbleiterchips (3) mit- 
tels Bondtechnik mit den Kontaktanschlussflachen (14) 45 
des ersten Umverdrahtungsleitungsmusters (10) iiber 
Bonddrahte (18) verbunden werden. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass zusatzliche Aussparun- 
gen (22) auf der Ruckseite (4) des zweiten Halbleiter- 50 
wafers (3) eingebracht werden, die derart angeordnet 
werden, dass sie Bondverbindungen (28) des ersten 
Halbleiterchips (2) aufhehmen konnen. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass zusatzliche Aussparun- 55 
gen (22) auf der Ruckseite (4) des zweiten Halbleiter- 
wafer (3) eingebracht werden, die derart angeordnet 
werden, dass sie eine raumliche Verbindung der Aus- 
sparung (5) fur einen ersten Halbleiterchip (2) mit der 
Umgebung des zweiten Halbleiterchips (3) ermogli- 60 
chen. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass auf die passiven Ruck- 
seite (4) des zweiten Halbleiterwafers (3) nach dem 
Einbringen der Aussparungen (5, 22, 23) eine Ab- 65 
schirmbeschichtung (24) aufgebracht wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass auf die passive Ruck- 
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seite (26) des ersten Halbleiterwafers (2) vor dem Tren- 
nen des ersten Halbleiterwafers in einzelne erste Halb- 
leiterchips (2) eine Abschirmungsbeschichtung (24) 
aufgebracht wird. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Einbringen von Aus- 
sparungen (5, 22, 23) auf der Ruckseite (5) des zweiten 
Halbleiterwafers (3) nasschemisch erfolgt. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Einbringen von Aus- 
sparungen (5, 22, 23) auf der Ruckseite (4) des zweiten 
Halbleiterwafers (3) nach Abdecken nicht zuatzender 
Bereiche durch NaBatzen mittels einer Mischung aus 
FluBsaure und Schwefelsaure erfolgt. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Einbringen von Aus- 
sparungen (5, 22, 23) auf der Riickseite (4) des zweiten 
Halbleiterwafers (3) nach Abdecken nicht zu atzender 
Bereiche durch einen TVockenatzvorgang erfolgt. 

22. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Einbringen von Aus- 
sparungen (5, 22, 23) auf der RUckseite (4) des zweiten 
Halbleiterwafers (3) nach Abdecken nicht zu atzender 
Bereiche durch ein reaktives Plasmaatzen erfolgt. 
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